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(202, 204, 311, 313, 315, 2. Circuit de2protection selon |a revendication
1, ~a- 602, 604) est polarise a un second potentiel. ractirisi en ce que

| edit corps sem conducteur est un substrat sem conducteur de type P (101)
5S 10. drcuitde protection selon la revendication 9, ca- et lesdites
prem ere et seoonde rigions sem con- ractirisi en ce que ledit premer
potentiel est un ductrices sont des rigfons d'inmpuretis de type N

potentiel d alinmentation et ledit second potentiel (103,203,

312, 314, 311, 315, 102, 104, 112, 114, est un potentiel de nasse. 7 13
EP 0 415 255 B1 14 ! ! | 11. Circuit de protection
selon |a revendi cation 10, caract6rise gn ce quo laditb prenl bre region so-
m conductrice (203,312,214,603) inclutune plu- ralite de premeres parties
sem oonductrices et |adite seconde r6glon sem conductri-ce (202, 204, 5
311, 313, 315, 602, 604) inclutune pluralite de so- condes parties

som conductrices, lesdites pre- mbres et secondes parties sem conductrices
6t ant agencees en alternance sur ledit eorps so- m conducteur (101, 501,
502) et etant s6parees 1o |les unes des autres d'une distance pred6term -
nee. 15 20 25 30 95 40 45 50 55 8

o o



